      


Resumé


Ce travail consiste en la simulation numérique de la méthode du photo courant constant (CPM) appliquée au silicium amorphe hydrogéné (a-Si:H). Cette technique expérimentale est souvent utilisée pour la détermination du coefficient d'absorption optique des semiconducteurs. En un premier temps nous présentons le calcul du coefficient d'absorption optique du a-Si:H en appliquant la méthode de convolution et tenant compte de l'ensemble des transitions optiques possibles entre les états localisés et les états étendus. Après simulation de la CPM, nous effectuons une comparaison entre les spectres du coefficient d'absorption optique de convolution avec celui obtenu par la CPM virtuelle. L'étude de ses hypothèses nous permet de mettre en évidence les conditions de validité de cette méthode. D'autre part, une simulation de la méthode de la photoconductivité à double faisceau (DBP) sur du a-Si:H a été effectuée. Cette méthode est généralement utilisée sur les matériaux cristallins pour déterminer la position des états discrets particuliers dans le gap. Elle consiste en la mesure de la photoconductivité en fonction de l'énergie de photons du flux secondaire, l'échantillon étant soumis simultanément à un flux primaire d'énergie de photon constante. Dans ce calcul, nous mettons en évidence la diminution de la photoconductivité ou quenching optique. Afin d'expliquer ce quenching, nous étudions les variations en énergie de photons de l'occupation de chaque type d'états localisés.
